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2. (3,5 ptos.) Dado el circuito de la figura en el que el transistor se caracteriza
por funcionar en los siguientes modos:

Corte: IB = IC = IE = 0.
Activa: IB > 0, IC = βIB , VCE ≥ VCEsat .
Saturación: IB > 0, IC ≤ βIB , VCE = VCEsat .
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Use los siguientes valores: VBE = 0,7 V, VCEsat = 0,2 V, β = 18, RB1 =
2 kW, RB2 = 2 kW, RC = 3 kW, RE = 1 kW, VBB = 21,4 V, VCC = 20 V.

a) (2 ptos.) Halle el punto de trabajo del transistor.
b) (1 pto.) Se desea cambiar la tensión VBB para que con un valor ḿınimo

de tensión funcione en la zona de saturación. Halle el valor de VBB para
este caso.

c) (0,5 ptos.) Se desea cambiar la tensión VBB del problema para que el
transistor funcione en la zona de corte. Calcule la tensión máxima de
VBB si el transistor funciona en la zona de corte.
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2. (1,5 ptos.) En el siguiente circuito R1 y R2 forman parte de un potenciómetro
de tal forma que R1 + R2 = 10 kW.
Use los siguientes valores: RE = 0,5 kW, VBE = 0,5 V, β = 20, VCEsat =
0,2 V, VCC = 11 V.

BJT en corte: IB = IC = IE = 0.
BJT en activa: IB > 0, IC = βIB , VCE ≥ VCEsat .
BJT en saturación: IB > 0, IC ≤ βIB , VCE = VCEsat .
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a) (0,5 ptos.) Obtenga el punto de trabajo (IB , IC y VCE ) si R1 = 0 y
R2 = 10 kW.

b) (0,5 ptos.) Obtenga el punto de trabajo (IB , IC y VCE ) si R1 = 10 kW y
R2 = 0.

c) (0,5 ptos.) Obtenga el valor ḿınimo de R1 (recuerde que R12 = R1+R2 =
10 kW) que garantiza que el transistor funciona en la zona activa.
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2. (3 ptos.) En el siguiente circuito:
Use los siguientes valores: β = 19, VBE = 0,5 V, VCEsat = 0,2 V, rπ = 5 kW,
VCC = 21 V, RB1 = 10 kW, RB2 = 10 kW, RE = 20 kW, RC = 20 kW.

BJT en corte: IB = IC = IE = 0.
BJT en activa: IB > 0, IC = βIB , VCE ≥ VCEsat .
BJT en saturación: IB > 0, IC ≤ βIB , VCE = VCEsat .

RE

RC

VCC

RB1

RB2

a) (1 pto.) Obtenga el punto de trabajo (IB , IC y VCE ).

Con el circuito del apartado anterior se decide montar un amplificador de
pequeña señal como el que se muestra a continuación:
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b) (0,5 ptos.) Obtenga la ganancia de tensión AV (AV = Vo/Vi ).
c) (0,5 ptos.) Calcule la resistencia de entrada Ri (Ri = Vi/Ii ).
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Algunas fórmulas útiles
BJT en corte IB “ IC “ IE “ 0
BJT en activa IB ą 0, IC “ βIB , VCE ě VCEsat
BJT en saturación IB ą 0, IC ď βIB , VCE “ VCEsat

2. (2 ptos.) En el siguiente circuito:
Use los siguientes valores: β “ 19, VBE “ 0,6 V, VCEsat “ 0,2 V, VCC “ 20,6 V, RB1 “ 20 kW, RB2 “ 20 kW,
RE “ 0,5 kW, RC “ 0,5 kW.
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a) Obtenga el punto de trabajo (IB , IC , IE y VCE ).
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